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VORLAUFIGE DATEN FUR MUSTER

BFY 99 ist ein Silizium-npn-Planar-Transistor in integrierter Struktur mit dem Norm-
gehause TO-5. Der Kollektor ist mit dem Gehéuse elektrisch verbunden. Der Tran-
sistor BFY 99 ist besonders fur GroBsignalanwendungen bei hohen Frequenzen ge-

eignet. Er ist dem Typ 2 N 3553 &hnlich.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung (-Ugg = 1,5 V)
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung

Kollektorstrom

Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur

Gesamtverlustleistung (Tg = 25 °C)

Wérmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Transistorgehduse

Statische Kenndaten (T = 25 °C)

Kollektor-Emitter-Restspannung
(Ic = 250 mA, B = 5)

Kollektor-Emitter-Reststrom (Ucgo = 30 V)
Kollektor-Basis-Spannung (Icgo = 0,3 mA)
Kollektor-Emitter-Spannung (Icgo = 0...200 mA)
Kollektor-Emitter-Spannung

(Icgy =0...200 mA, -Ugg =15V)
Emitter-Basis-Spannung (Iggg = 0,1 mA)
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BFY 99

Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C)

Transitfrequenz (Ic = 100 mA, Ucg = 28 V)
Kollektor-Basis-Kapazitat (Ucg =10V;f=1MHz)

Erzielbare Ausgangsleistung in
nichtneutralisierten C-Verstérkern

(F =50 MHz;V, = 20 dB)
(f = 175 MHz; V| = 10 dB)
(f = 260 MHz; V. = 7,5 dB)
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BLY 22

(2N 3375)

Gewicht etwa 5 g

MaBe in mm

VORLAUFIGE DATEN FOR MUSTER

BYL 22 ist ein Silizium-npn-Planar-Transistor in integrierter Struktur mit dem Norm-
gehéduse TO-60. Das Spezialgehause ergibt einen sehr kleinen Warmewiderstand, ob-
wohl alle Anschliisse des Transistors vom Gehause elektrisch isoliert sind. Die zu dem
Gewinde NF 10-32 passende Mutter wird mitgeliefert.
Der Transistor BLY 22 ist besonders fiir GroBsignalanwendungen bei hohen Frequenzen

geeignet. Er entspricht dem Transistor 2N 3375.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung (-Ugg = 1,5 V)
Emitter-Basis-Spannung

Kollektorstrom

Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur

Gesamtverlustleistung (Tg = 25 °C)

Wéarmewiderstand

KolIektorsperrschicht-Transistdrgehéuse

Statische Kenndaten (Tg = 25 °C)

Kollektor-Emitter-Restspannung
(Ic = 500 mA, B = 5)

Kollektor-Emitter-Reststrom (Ucgo = 30 V)
Kollektor-Basis-Spannung (Icgo = 0,1 mA)
Kollektor-Emitter-Spannung (Iceg = 0...200 mA)
Kollektor-Emitter-Spannung

(Icey = 0...200 mA; -Upe = 1,5 V)
Emitter-Basis-Spannung (Iego = 0,1 mA)
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BLY 22

(2N 3375)
Dynamische Kenndaten (Tg = 25 °C)
Transitfrequenz (I¢ = 150 mA, Ucg = 28 V) fr 500 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitéat (Ucg == 10V;f = 1MHz) Ci2e 10 pF
Kollektor-Gehduse-Kapazitéat -Ce <6 pF x
w
-
Erzielbare Ausgangsleistung n
in nichtneutralisierten C-Verstéarkern ;
(f = 100 MHz) Py >75 w
(f = 400 MHz) P, >3 w g
im Oszillator -
(f = 500 MHz2) P, >25 w z
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= Gewicht etwa 17 g MaBe in mm

npn-Transistor

BUY 12 ist ein npn-Silizium-Hochstrom-Schaittransistor in Mesa-Technik mit dem

Normgehéduse TO-41 (DIN-Bezeichnung 3 C 3). Der Kollektor ist mit dem Gehause

elektrisch verbunden.

Fiir die isolierte Befestigung des Transistors auf einem Chassis sind die Isolierteile -
Q62901-B13-A und Q62901-B13-B vorgesehen. Diese sind zusatzlich zu bestellen.

Der Transistor BUY 12 ist besonders fiir den Einsatz als Schalter groBer Leistungen

geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 80 v s
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 210 \"
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 210 \
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 v

Kollektorstrom Ic 10 A

Basisstrom Iy 2 A

Emitterstrom -Ig 12 A
Sperrschichttemperatur . T; 150 °c

Lagertemperatur Ts -55...150 °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Piot 70 w i
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Transistorgehéuse Rthg =15 | grd/W

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)
Bei einer Kollektorspannung von U¢g = 1,7 V und den nachstehenden Kollektorstromen

-

I gilt:
I Iy Bx Uge Uce sat" %
A mA Il v v
05 185(<50) | 27(>10) 0,72 (< 1,0) 0,15 (< 0,35)
2 67 (< 167) 30 (> 12) 0,87 (< 1,2) 0,25 (< 0,6) R
8 380 (< 800) 21 (> 10) 1,75 (< 2,4) 11 (< 1D
bei B = 107)
* AQL=0,65% s
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= Glimmerscheibe Nippel
Bestellbez.: Q62901-B13-A Bestelibez.: Q62901-B13-B
Tg=100°C | Tg=25°C
Kollektor-Basis-Reststrom
bei Ucpp = 150 V Icao —_ 02(<1) mAsk
Kollektor-Basis-Reststrom
bei Ucpo = 210V Icso 0,5 (< 10) — mA
Emitter-Basis-Reststrom
bei Uggp =5V Iego — 1 (<10) mA %
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
) (ceo =1A) Ugryceo| >80 | v
Dynamische Kenndaten (T = 25 °C)
Transit-Frequenz
(c=05A;Uce=10V) fr I 11 (> 5) I MHz
Schaltzeiten
Arbeitspunkt: Ic = 10 A; Iy = 1 A;-Ig2 = 1 A;
* Ucg = 40V
t 05 (<1) us
ts 0,5 (< 1) ws
tr | 0,18 (< 0,5) us
4
* AQL=0,65%
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BUY 12

Stromverstarkung Bnormiert = f (I¢)
UCE = 1,7V; Ty = Parameter
(Emitterschaltung)
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Eingangskennlinie
I = f(UBg); UCE = 1,7V
mA (Emitterschaltung)
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Ausgangskennlinien
Ic = f(Uce); I = Parameter
(Emitterschaltung)
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Ausgangskennlinien
I¢ = f(UCE); Upe = Parameter
A (Emitterschaitung)

10 [
] 1,8
T 7 —T1 -
L1 14
§ ——-"‘"_m
5 1,2
1,1
4 i
1,0
3 I
0,9
2 !
0,8
y. ol |
B1/4 U0V
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8V

3



: BUY 12

- Ausgangskennlinien Kollektorstrom
IC = f(Ucg); I = Parameter Ic = f(UBE); UCE = 1,7V
(Emitterschaltung)
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BUY 13

npn-Transistor

BUY 13 ist ein npn-Silizium-Hochstrom-Schalttransistor in Mesa-Technik mit dem

-
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Gewicht etwa 17 g MaBe in mm
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Normgehduse TO-41 (DIN-Bezeichnung 3 C 3). Der Kollektor Ist mit dem Gehduse

elektrisch verbunden.

Fir die isolierte Befestigung des Transistors auf einem Chassis sind die Befesti-

gungsteile Q62901-B13-A und Q62901-B13-B vorgesehen. Diese sind zusitzlich zu

bestellen.

Der Transistor BUY 13 ist besonders fiir den Einsatz als Leistungsschalter geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Basisstrom

Emitterstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Gesamtverlustleistung (T = 45 °C)

Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht - Transistorgehause

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Uceo 70 \ )
Ucso 120 \
CES 120 v
Ueso | 5 v
Ic 10 A
Iy 2 A
I 12 A
T; 150 °C
Ts -55...150 °C
Piot 70 w
Ring =15 I grd/W

Bei einer Kollektorspannung von Ucg = 1,7 V und den nachstehenden Kollektorstrémen

I gilt:
Ic Iy B x Use Uce sat? *
A mA Ic/Iy v \'
0,5 18,5 (< 50) 27 (> 10) 0,72 (< 1,0) 0,15 (< 0,35)
2 67 (< 167) 0(12) | 087(<12 0,25 (< 0,6)
8 380 (< 800) 21 (> 10) 1,75 (< 2,4) 11 (<17
') bei B = 10

* AQL = 0,65%
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Glimmerscheibe Nippsl
Bestelibez.: Q62901-B13-A Bestellbez.: Q62901-B13-B

T =100°C | Tg=25°C

Kollektor-Basis-Reststrom
bei Ucgo = 80V Icgo - 02(< 1) mA x
Kollektor-Basis-Reststrom
bei Ucgo = 120 V Icso 0,5 (< 10) - mA
Emitter-Basis-Reststrom
bei Ugggp =5V Iepo — 1 (<10) | mA %

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
(ceo =1A) Ugryceo | >10 | v

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Transit-Frequenz
(Ic =05 A; Ucg = 10V) fr 11 (> 5) MHz

Schaltzeiten

Arbeitspunkt: Ic = 8 A; Iy = 1 A; t 05 (<1) | ws
-Igp=1A;Ug =40V ts 05 (<1) | us
te 0,18 (< 0,5) | ws

* AQL = 0,65%
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BUY 13

Stromverstérkung Bnormiert = f(I¢)
UCe = 1,7V; Ty = Parameter
(Emitterschaltung)
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Eingangskennlinie
I = f(UBE); UCE = 1,7V
mA (Emitterschaltung)
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Ausgangskennlinien
Ic = f (Ucg); Ig = Parameter
(Emitterschaltung)
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: BUY 13

Ausgangskennlinien
I¢c = f(UCg); I = Parameter

Kollektorstrom
IC = f(UBg); UcE = 1,7V

(Emitterschaltung)
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VORLAUFIGE DATEN FUR MUSTER

Gewichtetwa 83 ¢ MaBe in mm
npn-Transistor

BUY 14 ist ein npn-Silizium-Hochstrom-Schalttransistor in Mesa-Technik mit dem
Normgehéuse SOT-9 (DIN-Bezeichnung 9 A 2). Der Kollektor ist mit dem Gehause
elektrisch verbunden.

Fir die isolierte Befestigung des Transistors auf einem Chassis sind die Befestigungs-
teile Q62901-B16-A und Q62901-B13-B vorgesehen. Diese sind zusatzlich zu bestelien.
Der Transistor BUY 14 ist besonders fir den Einsatz als Leistungsschalter geeignet.

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 60 \
Kollektor-Basis-Spannung Ueso 80 v
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 80 \
Emitter-Basis-Spannung Uggo 5 v
Kollektorstrom Ie 8 A
Basisstrom Iy 2 A
Emitterstrom -Ig 10 A
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur ) Ts -65...150 | °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C) Pyot 35 w
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht - Transistorgehduse R | =3 | grd/w

Statische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Bei einer Kollektorspannung von Uce = 1,7 V und den nachstehenden Kollektorstromen
Ic gilt:

Ic Iy B Uge Ucksat?
A mA Icla v v

0,5 18,5 (< 50) 27 (> 10) 0,72 (< 1,0) —_

2 67 (< 167) 30 (> 12) 0,87 (< 1,2 0,25 (< 0,5)
6 240 (< 545) 25 (> 11) 1,35 (< 2,0) 0,7 (<13

') Der Transistor ist so weit Ubersteuert, daB die statische Stromverstarkung B auf einen Wert von
10 abgesunken ist.

316



Bl
L gl -
NE
=
&
-
206+

Glimmerscheibe
Bestellbez,: Q62901-B16-A

Kollektor-Basis-Reststrom
bei Ucgp =80V
Kollektor-Emitter-Reststrom
bei Ucgo = 120V
Emitter-Basis-Reststrom
beiUggp =5V

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei ICEO =1A

Dynamische Kenndaten (Ty = 25 °C)

Nippel
Bestellbez.: Q62901-B13-B

BUY 14

l Tg=100°C| Te =25°C '

Ieso
Icer

Teso

Transit-Frequenz (Ic = 0,5 A; Ucg = 10V)

Schaltzeiten

Arbeitspunkt: Ic =8 A;Ig; =1 A;
~Igp=1A;Ugg =40V

0,5 (< 5)

Ueryceo |

fr |

t

02(<1) mA
<1 mA

1(<10) mA

> 60 |V

11(>5) | MHz

05 (<1) us
05 (<1) |ps
0,18 (< 0,5) | us
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